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过孔的不同干法刻蚀工艺对TFTＧLCD性能
的影响研究

霍晓迪∗,陈　兵,李知勋,李淳东,刘华锋
(鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯０１７０２０)

摘要:为了改善过孔的干法刻蚀中刻蚀率的不同导致SD线和PＧSi接触面积不一致的问题,同时解决 ELA 工艺导致 PＧ
Si表面突起而造成SD与PＧSi点状接触的问题,探究了过孔的不同干法刻蚀工艺对 TFTＧLCD性能的影响,从中找出最

佳的过孔干法刻蚀工艺.利用京东方产线设备制备了两种不同的 LTPS阵列样品,样品一的过孔工艺采用传统的底部

接触方式,样品二采用新的侧面接触方式,样品一和样品二其余的工艺过程一致.实验结果表明:多点的UＧI 曲线由发

散变为集聚,电子迁移率有所提高;SEM 数据表明采用侧面接触方式能够完全将PＧSi刻穿.采用侧面接触方式能够明

显的解决干法刻蚀中刻蚀率的不同导致SD线和PＧSi接触面积不一致的问题,同时避免了ELA工艺导致PＧSi表面突起

而造成SD与PＧSi点状接触的问题,电学性能有所改善,同时减少了工艺时间,提高了产能.
关　键　词:干法刻蚀;侧面接触方式;过孔;液晶面板;低温多晶硅技术

中图分类号:TN１４１．９　　文献标识码:A　　doi:１０．３７８８/YJYXS２０１６３１０１．００５８

Influenceofdifferentdryetchingprocessofcontactholeon
TFTＧLCDperformance

HUOXiaoＧdi∗ ,CHENBing,LEEJiＧHoon,LEESoonＧdong,LIU HuaＧfeng

(OrdosYuanshengOptoelectronicsCo．Ltd．,Ordos０１７０２０,China)

Abstract:InordertoovercometheinconsistentcontactareabetweenSDlineandPＧSicausedbythe
differenceofetchingrateinviaholedryetchingtechnology,aswellastosolvethepointcontactbeＧ
tweenSDlineandPＧSimadebyPＧSisurfaceconvexduringtheELAprocess,weexploredtheinfluＧ
enceofvariousviaholedryetchingtechnologyuponthepropertyofTFTＧLCD,soastofindtheoptiＧ
malviaholedryetchingtechnology．TwodifferentsamplesofLTPSarraywerepreparedbyusing
BOEproductionlineequipment,whereinthesample１waspreparedbyadoptingconventionalJust
ContactMethod,whilethesample２waspreparedbyadoptinganewtypeofSideContactMethod．
Besidesthedifferencesofcontactingmethods,thereisnootherdifferencesoftechnologicalprocesses
duringmakingthesetwosamples．TheexperimentalresultsshowthatthemultipointUＧIcurvechanＧ
gesfromadivergentcurvetoaconcentrationcurve,andelectronmobilityincreasesinsomedegree．In
addition,theSEMdatashowthatthePＧSicanbecutthroughcompletelybySideContactMethod．
SideContactMethodisabletoovercometheinconsistentcontactareabetweenSDlineandPＧSicaused



bythedifferenceofetchingrateofviaholedryetchingtechnology,aswellastosolvethepointconＧ
tactbetweenSDlineandPＧSimadebyPＧSisurfaceconvexduringtheELAprocess,sothattheTFTＧ
LCDelectricalperformancecanbeimproved．Inaddition,theSideContactMethodcanreducethe
processtime,andimprovetheproductivity．
Keywords:dryetch;JustContactMethod;contacthole;TFTＧLCD;lowＧtemperaturepolysilicon

technology

１　引　　言

　　液晶面板显示技术高速发展,人们对液晶面

板的要求也越来越高[１Ｇ２].低温多晶硅作为显示

领域新一代的技术,从开发至今已有十几年的历

史,利用该技术的液晶面板具有更快的响应速度

和更高的分辨率[３Ｇ４].过孔是连接SD线(Source
DrainLine)和 PＧSi(Polysilicon)的通道,它主要

是利用干法刻蚀的方法在 PＧSi上面覆盖的绝缘

层上刻蚀形成的.由于干法刻蚀需要控制的参数

很多,如气体的种类和流量,交流电源的功率等,
导致很难控制干法刻蚀的均一性.LTPS(lowＧ
temperaturepolysilicontechnology)工艺中需要

利用ELA(ExcimerLaserAnnealing)工艺将aＧSi
变为PＧSi来增加半导体的电子迁移率,来实现液

晶面板更快响应速度和更高分辨率的目的.在

ELA工艺过程中,会导致所生成的 PＧSi表面突

起[４].这样以来,SD 线经过过孔和 PＧSi表面进

行连接的时候就会形成点状接触,由于接触面积

比较小,就会造成SD 和 PＧS之间的接触电阻增

大,影响电学性能.同时由于表面突起的形状不

定,刻蚀率的均一性较大,就会造成SD和PＧSi的

接触电阻差异较大,影响电学性能的均一性.为

了能够在刻蚀率均一性很难控制的情况下,解决

传统底部接触方式(JustContactMethod)的点状

接触的问题,改善电学性能的均一性,我们采用新

的侧面接触方式(SideContactMethod),即一步

将PＧSi层刻穿,并留有一定的过刻量,使得SD和

PＧSi采用侧面接触的方式,改点状接触为面接

触,同时由于横向刻蚀速率较小,每个点SD和PＧ
Si的接触面积会趋于一致,从而改善其电学性能

的均一性.

２　实验样品的制备

实验采用京东方鄂尔多斯市源盛光电有限责

任公司的５．５代线进行制备两种不同的LTPS阵

列样品,其中过孔的DryEtch工艺采用ICP干法

刻蚀机进行制备.玻璃基板采用的是１３００mm×
１５００mm.样品一的过孔工艺采用传统的底部

接触方式(JustContactMethod).由于采用底部

的接触方式,必须采用两步进行刻蚀,第一步刻蚀

速率较快但和PＧSi的刻蚀选择比较低,第二步刻

蚀速率较慢但和PＧSi的刻蚀选择比较高,保证刻

蚀到 PＧSi时.样品二采用新的侧面接触方式

(SideContactMethod),由于不需要考虑和 PＧSi
刻蚀选择比的问题,采用一步刻蚀的方式直接将

PＧSi刻穿,并留有一定过刻量.样品一和样品二

其余的工艺过程一致,均采用量产的工艺条件.

３　结果与讨论

３．１　SEM 结果分析

为了能够直观的观察在经过 CNT 刻蚀后,
过孔是否完全将PＧSi刻穿,在CNT刻蚀后,将两

种不同的样品进行SEM(ScanningElectronMiＧ
croscope)分析,如图１、图２所示.自图２中可以

看出,样品二中过孔已经完全将 PＧSi刻穿,说明

工艺能够完全达到要求.

图１　样品一刻蚀后过孔横截面图

Fig．１　Crosssectionfigureofsample１contact
holeafteretching

３．２　电学性能结果分析

在每个样品上分别在像素区均匀选取３６个

点的 NMOS管,测试 NMOS管的UＧI曲线,其中
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NMOS的VGS电压分别选取１０V 和０．１V.绘

制iD随VSD的曲线图.其中图３为样品一的UＧI
曲线,图４为样品二的UＧI曲线.

图２　样品二刻蚀后过孔横截面图

Fig．２　Crosssectionfigureofsample２contact
holeafteretching

图３　样品一的UＧI曲线

Fig．３　UＧIcurveofsample１

从图４中可以看出,样品二的３６条UＧI 曲

线由发散变为集聚,说明电学性能的均一性得

到了明显的改善.同时利用UＧI 曲线计算出来

的电子迁移率也有２０．４５cm２/(V􀅰s)略微提高

到２７􀆰９６cm２/(V􀅰s).由电阻率和电子迁移率

的关系式:

１
ρ

＝σ＝neμ, (１)

其中:ρ为电阻率;σ为电导率;n为载流子密度;e
为电子电荷;μ为电子迁移率.

可以得出:电阻率和电子迁移率成反比的关

系.因为设备进行测量UＧI 曲线时,是通过 SD
线和PＧSi进行相连的,如果两者之间的接触面积

变小,势必造成接触电阻变大,最终会导致电子迁

移率变小.如果从这点来推测,因为侧面接触方

式的接触面积远远小于底部接触方式的接触面

积,样品二的电子迁移率应该会变很小才符合推

断,但是其电子迁移率反而有一个略微的上升.
这说明采用底部接触方式时,由于 ELA 工艺过

程中导致所生成的 PＧSi表面突起,如图５所示,
导致点状接触的存在,如图６所示,实际的接触面

图４　样品二的UＧI曲线

Fig．４　UＧIcurveofsample１

图５　aＧSi经ELA工艺后的SEM 图像

Fig．５　SEMimageofaＧSiafterELA

图６　SD线经过过孔和PＧSi表面进行连接时的点

状接触示意图

Fig．６　Schematicdiagramofpointcontactbetween
SDlineandPＧSithroughcontacthole
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积反而比侧面接触面积要略小.而采用侧面接触

方式电学性能的均一性得到了改善,说明侧面接

触面积的均一性得到了改善.原因是干法刻蚀具

有各向异性刻蚀的特性,纵向刻蚀率远远大于横

向刻蚀率,纵向刻蚀率的高速度保证能够在较短

的时间内刻蚀出过孔,横向刻蚀率的低速度保证

在较短的时间内向侧面刻蚀的膜层较薄[６Ｇ７],从而

保证侧面接触面积的均一性.

４　结　　论

本文为了改善过孔的干法刻蚀中刻蚀率的

不同导致SD线和PＧSi接触面积不一致的问题,
同时解决 ELA 工艺导致 PＧSi表面突起而造成

SD与PＧSi点状接触的问题,探究了过孔的不同

干法刻蚀工艺对 TFT性能的影响,从中找出最

佳的过孔干法刻蚀工艺.实验结果表明:过孔

的侧面接触方式相比底部接触方式多点的 UＧI
曲线由发散变为集聚,电子迁移率有所提高;

SEM 数据表明采用侧面接触方式能够完全将PＧ
Si刻穿.采用侧面接触方式能够明显的解决干

法刻蚀中刻蚀率的不同导致SD线和 PＧSi接触

面积不一致的问题,同时避免了 ELA 工艺导致

PＧSi表面突起而造成 SD与 PＧSi点状接触的问

题,电学性能有所改善,同时由于工艺步骤由两

步变为一步,减少了工艺时间,提高了产能.后

续量产条件一直采用侧面接触方式,产品工艺

稳定性非常好.
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